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前  言
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Ⅲ族氮化物半导体材料中位错成像的测试
透射电子显微镜法

1 范围

本文件描述了用透射电子显微镜测试Ⅲ族氮化物半导体材料中位错成像的方法。
本文件适用于六方晶系Ⅲ族氮化物半导体的薄膜或体单晶中位错成像的测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T14264 半导体材料术语

3 术语和定义

GB/T14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
伯格斯矢量 Burgersvector
b
位错所致晶格畸变的大小和方向的特征矢量。

3.2
a型位错 atypedislocation

伯格斯矢量为1/3<1120>的位错。

3.3
c型位错 ctypedislocation
伯格斯矢量为<0001>的位错。

3.4
a+c型位错 a+ctypedislocation

伯格斯矢量为1/3<1123>的位错。

3.5
衍射矢量 diffractionvector
g
衍射谱中由中心斑0000(原点)到衍射斑点(hkil)的坐标矢量。
注:在双束成像条件下,特指满足布拉格条件的强反射的衍射矢量。

4 方法原理

位错的衍射衬度像由衍射矢量(g)和伯格斯矢量(b)的点乘即g·b 的值决定。当g·b 等于0
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